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製品、解析概要

・本製品は2021年型トヨタMIRAI水素燃料電池（FC）昇圧コンバーターパワーモジュール

に採用されているSiC-MOSFET搭載のパワーカードです。

昇圧コンバータは、出力電圧Vo = 650Vおよび入力電流Iin =570A。

・搭載チップは電流センサーと温度センサーを内蔵する自動車用に量産した1200V級の

SiC-MOSFETとなります。

・SiC-MOSFETチップは200Aクラスの駆動電流で低ON抵抗（LTECで測定）

チップサイズは自動車用途としては最大。

レポート内容

1.パワーカードモジュール解析レポート 40万円(税別)

両面冷却（DSC）パワーカードモジュールの構造/材料分析、および熱抵抗（Rth、jw）を推定
するための冷却器を含む熱解析を実施しています。

2. SiC-MOSFET・FWDチップ構造解析レポート 60万円(税別)

SiC-MOSFETチップ断面、平面解析（セル部分、外周部）、およびEDXによる材料分析が含
まれます。 また、同パワーカードに搭載されているFWDチップについても断面・平面解析を
行っています。

3.プロセスおよびデバイスの基本的な電気的特性解析レポート 60万円(税別)

SiC-MOSFETと組み込み温度センサーの製造プロセスフローの推定、 N-epi層（ドリフト層）

のドーピング濃度の抽出と、オン抵抗およびブレークダウン電圧の測定と解析が含まれます。
他社のSiC-MOSFETとの比較も含まれています。

2021 デンソー製パワーカードモジュール,SiC-MOSFETチップ
構造解析レポート（世界初の解析レポート）

チップ写真パッケージ写真 SiC MOSFET 耐圧測定
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パワーカードモジュール解析レポートからの抜粋

FC
Boost Converter

Boost Converter
Power Card (SiC)

冷却器

冷却器断面写真

パワーカード 熱解析

Double-Side Cooled (DSC) power card



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385  e-mail: info@ltec.biz
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８ HP: https://www.ltec-biz.com/

Page

1. デバイスサマリー ・・・ 3

2. SiC-MOSFET構造解析

2-1.平面構造解析(OM) ・・・ 5

2-2.平面構造解析(SEM) ・・・ 30

2-3.セル領域 断面構造解析 ・・・ 46

2-4. チップ外周部 断面構造解析 ・・・ 53

3. Si-FWD構造解析

3-1.平面構造解析(OM) ・・・ 62

3-2.平面構造解析(SEM) ・・・ 68

3-3. Si-FWD 断面構造解析 ・・・ 69

SiC-MOSFET・FWDチップ構造解析レポート

目次



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385  e-mail: info@ltec.biz
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８ HP: https://www.ltec-biz.com/

Source Metal Gate Line

SiC

JTE

ZZZμm

Gate PolySi

チップ全体写真
（Top Metal Layer）
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Table 1: 他社1200V-SiC MOSFET製品との比較

プロセスおよび電気特性評価解析レポートからの抜粋
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